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カーボンナノチューブ(CNT)は、炭素の六員環で作られたシートを直径数 nm程度の円筒状に丸

めた形状を持つ炭素同素体の一つである。我々は、CNTネットワークをチャネルとする Thin Film 

Transistor (TFT)の大きな抵抗温度係数(Temperature Coefficient of Resistance : TCR)に着目し、ボロメ

ータ型赤外線イメージセンサへの応用を目指している。これまでに我々は、ディスペンサーで形

成した Poly(4-Vinylpyridine) (P4VP)膜を上層保護膜とした TFT において従来用いられてきた酸化

バナジウム(-2 %/K)よりも高い TCR を示すことを明らかにしてきた[1]。現在はイメージングセン

サに向けた集積化のため、P4VP 膜の微細パターニングプロセスの開発を行っている。現在想定し

ている印刷型赤外線イメージセンサ素子の断面図を Fig.1 に示す。チャネル部に CNT を用いたバ

ックゲート型 TFT の下部に断熱層としてパリレン膜を持ち、上部に保護膜と光吸収層を持つ構造

である。前回同様に上層保護膜をディスペンサーで形成した TFT(Sample A)と、スピンコート法、

レジストパターニング及びエッチングにより素子分離した TFT(Sample B)の電気特性を比較した。 

Fig.2 に TFT の外観写真を示す。Sample A は上層保護膜がチャネル部より広範囲に形成されて

いるのに対し、Sample Bはチャネル部より一回り大きい上層保護膜となっている。保護膜に覆わ

れていない CNT はアッシングにより除去した。電気特性の比較結果を Fig.3に示す。Sample A に

比べて Sample Bは IVカーブの off点が大きくマイナス側にシフトしており、レジストプロセスが

P4VP に影響を与えたことを示唆している。また、Sample A ではゲートリークが大きく TFT動作

に影響を与えた。これは、上層保護膜に対してチャネル部が非常に小さいためチャネル部外にも

大きく CNT ネットワークが残っていることに起因すると考えている。これらの結果から、集積化

には P4VP に影響を与えない素子分離プロセスの開発が重要であることが明らかになった。 
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Fig. 2. Photo images of  

(a) Sample A and (b) Sample B. 

Fig. 1. Schematic device 

cross section image. 

Fig. 3. Measured drain current  

and calculated TCR. 
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